CAPITULO 3

Aula 17
As Capacitiincias de Difustio e
de Deplectio na jungdo pn
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Programaciio para a Segunda Prova

07/04 Circuito retificador em ponte. Circuito retificador de meia onda com o
capacitor de filtro.

02/05 Retificador de onda completa com capacitor de filtro, superdiodo.
Exercicios (exemplo 3.9).

05/05 Circuitos limitadores, circuitos grampeadores, dobrador de tensao,
exercicios: 3.27, 3.28.

09/05 Conceitos basicos de dispositivos semicondutores: silicio dopado,
mecanismos de conducao (difusdo e deriva), exercicios.

12/05 Modelos de cargas, jun¢do pn na condig¢do de circuito aberto, potencial
interno da junc¢ao, juncdo pn polarizada, exercicios.

16/05 Distribui¢do de portadores minoritarios na junc¢ao pn diretamente
polarizada. Deducao elementar da equagdo de corrente na juncao pn,
exercicios.

19/05 Capacitancia

difusao, largura da regiao da jun¢ao pn

polarlzada capa01tanc:1a de deplecgdo. a ]ungao pn na regido de ruptura

23/05 A juncdo pn na regido de ruptura (efeito zener e efeito avalanche),
exercicios.

26/05 Estruturas e simbolos dos transistores bipolares de juncao, defini¢ao dos
modos de operacao (corte, ativo, saturagdo) do TBJ, operacao do transistor
npn no modo ativo (polarizagdo e distribui¢do de portadores minoritarios).

30/05 Equagdes das correntes no transistor (defini¢gdo do ganho de corrente em
emissor comum - 3 - € do ganho de corrente em base comum - o), modelos
de circuitos equivalentes para grandes sinais do transistor npn operando no
modo ativo, exercicios.

Sedra, Cap. 3
p. 109-111

Sedra, Cap. 3
p. 112-115

Sedra, Cap. 3
p. 115-118

Aula avulsa +
Sedra, Cap. 3
p. 117-121
Aula avulsa +
Sedra, Cap. 3
p. 121-126

Aula avulsa +
Sedra, Cap. 3
p. 127-128

p. 124-125

Sedra, Cap. 3
p. 128-129

Sedra, Cap. 5
p- 235-238

Sedra, Cap. 5
p- 239-243.

Teste 06
9h20-9h35

Teste 07
9h20-9h35

Teste 08
9h20-9h35

Teste 09
9h20-9h35

Teste 10
9h20-9h35



Eletronica | — PSI13321

Programag@o para a Segunda Prova (cont.)

212 02/06 Analise cc de circuitos com transistores, exercicios selecionados: 5.1, 5.4, Sedra, Cap. 5
510, p. 246 + 264-269
222 06/06 O TBJ como amplificador para pequenos sinais Sedra, Cap. 5, Teste 11
(as condigdes c.c., a corrente de coletor e a transcondutancia) I; ' ggz:ggg; 9h20-9h35
232 (09/06 A corrente de base € a resisténcia de entrada da base, a resisténcia de Sedra, Cap. 5,
entrada do emissor. Ganho de tensao, BRI
Exemplo 5.38, modelos equivalentes (modelos n-hibrido e T)
242 13/06 Aplicagdo dos modelos equivalentes para pequenos sinais, Efeito Early. O Sedra, Cap. 5 Teste 12
amplificador emissor comum (EC) - Exercicio 5.43 p- 290-293 9h20-9h35
25% 20/06 O amplificador emissor comum com resisténcia de emissor Sedra, Cap. 5 Teste 13
p-293-295 9h20-9h35
26 23/06 O amplificador base comum (BC) Sedra, Cap. 5
p. 296-297
27 27/06 O amplificador coletor comum (CC) Sedra, Cap. 5 Teste 14
p- 297-302 9h20-9h35

282 30/06 Aula de Exercicios

22, Semana de Provas (01/07 a 07/07/2017)
Data: xx/xx/2017 (xxxx-feira) — Horario: xx:xxhs
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172 Aula:
As capacitiincias de Difustio e de Deplectio na jungiio pn

Ao final desta aula vocé devera estar apto a:

-Explicar o origem da capacitancia de Difusao
-Determinar o valor da capacitanica de difusao

-Incluir essas capacitanicias no modelo do diodo

Prof. Seabra

PSI/EPUSP 418



O Diodo Polarizado Diretamente
A Capacitancia de Difusao
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O Diodo Polarizado Diretamente
A Capacitancia de Difusao
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O Modelo para o Diodo

Figura 3.51 The SPICE diode model.
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E para o Zener?
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Exercicio 3.34 (pg 128)

3.34 Um diodo tem #,= 10" /em®, /,=10"/em®, .= 1,5 " 10'"/cm?®,

L,=5um, [,=10 gm, 4= 12500 zim’, J (na regidio ) = 10 cm’/V's, e D, (na regido g) = 18 cm’/Vs.

0 diodo estd diretamente polarizado e conduzindo uma corrente /=0,1 mA.

Calcule:

(a) £

(b)  Atensto de polarizacto direta V/

(c) A componente da corrente devida @ injecto de lacunas e aquela devida d injectio de elétrons através da
juncdo

d z,ez,

(e) acarga &, do excesso de lacunas na regido # e a carga &, do excesso de elétrons na regito 4; e a carga
total &de portadores minoritdrios armazenada, e o tempo de trénsito 7

(f) A capacitincia de difusdo.

Resp. (a) 271075 A; (b) 0,616 V; (c) 91,7 A, 8,3 LLA; (d) 25 ns, 55,6 ns;
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(e) 2,29 pC, 0,46 pC, 2,75 pC, 27,5 pC; (f) 110 pF
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